
概要 _______________________________
6チャネル、双方向レベルトランスレータMAX13030E
～MAX13035Eはマルチ電圧システムにおける
100Mbpsのデータ転送に必要なレベルシフトを提供し
ます。MAX13030E～MAX13035Eはメモリカードの
レベル変換、および6チャネルのシステムでの汎用レベル
変換に最適です。外部から印加される電圧のVCCおよび
VLがこのデバイスのいずれかのロジックレベルを設定
します。このデバイスのVL側に存在するロジック信号
はこのデバイスのVCC側で高電圧ロジック信号として表
れ、また、その逆も同様です。MAX13035EはCLK_VL
入力に印加された同じクロック信号を戻すCLK_RET出力
を備えています。
MAX13030E～MAX13035Eは4mAという小さい出力
電流を供給する外部ドライバによって最高速度で動作
します。各I/Oチャネルは内部の30µAの電流源でVCC
またはVLにプルアップされていて、MAX13030E～
MAX13035Eはプッシュプルまたはオープンドレイン
のいずれかで駆動可能です。
MAX13030E～MAX13034Eはイネーブル入力(EN)を
備え、ローに駆動されると、デバイスは低消費電力の
シャットダウンモードになります。MAX13030E～
MAX13035EはVCCがVLを下回ると、デバイスをディ
セーブルとする自動シャットダウンモードを備えてい
ます。シャットダウン中のI/O VCC_とI/O VL_の状態は
所望のバージョンを選択することができます(｢型番/選
択ガイド｣を参照)。
MAX13030E～MAX13035EはVCC電圧を+2.2V～
+3.6V、およびVL電圧として+1.62V～+3.2Vを受け取
るため、低電圧のASIC/PLDと高電圧システムとの間の
データ転送に理想的です。MAX13030E～MAX13035E
は16ピンUCSP (2mm x 2mm)と16ピンTQFN (4mm x
4mm)パッケージで提供され、-40℃～+85℃の拡張温
度範囲で動作します。

アプリケーション_____________________
SDカードレベル変換
MiniSDカードレベル変換
MMCレベル変換
トランスフラッシュレベル変換
メモリスティックカードレベル変換

特長 _______________________________
♦ 4mA以上の入力ドライバに対応

♦ 100Mbpsの保証データレート

♦ 双方向6チャネル

♦ クロックリターン出力(MAX13035E)

♦ イネーブル入力(MAX13030E～MAX13034E)

♦ I/O VCCラインは±15kVのESD保護

♦ +1.62V ≤ VL ≤ +3.2Vおよび+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
の電源電圧範囲

♦ 鉛フリー、16ピンUCSP (2mm x 2mm)および
16ピンTQFN (4mm x 4mm)パッケージ
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型番/選択ガイド_____________________________________________________________
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標準動作回路 ________________________

PART PIN-PACKAGE
I/O VL_ STATE DURING

SHUTDOWN
I/O VCC_ STATE DURING

SHUTDOWN
PKG CODE

MAX13030EEBE+ 16 UCSP High impedance High impedance B16-1

MAX13030EETE+ 16 TQFN-EP** High impedance High impedance T1644-4

機能図とピン配置はデータシートの最後に記載されています。

標準動作回路はデータシートの最後に続いています。

注：すべてのデバイスは-40°C～+85°Cの動作温度範囲で動作が
保証されています。
+は鉛フリーパッケージを示します。
**EP = エクスポーズドパッド。

型番/選択ガイドはデータシートの最後に続いています。

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び
誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。http://japan.maxim-ic.com

EVALUATION KIT

AVAILABLE
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2 _______________________________________________________________________________________

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

(All voltages referenced to GND.)
VCC, VL .....................................................................-0.3V to +4V
I/O VCC_, CLK_VCC ....................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
I/O VL_, CLK_VL, CLK_RET ..........................-0.3V to (VL + 0.3V)
EN.............................................................................-0.3V to +4V
Short-Circuit Duration I/O VL_, I/O VCC_, 
CLK_VCC, CLK_VL, CLK_RET to GND.......................Continuous
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

16-Bump UCSP (derate 8.2mW/°C) ..............................660mW
16-Pin TQFN (derate 25.0mW/°C)...............................2000mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Bump Temperature (soldering)........................................+235°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VCC = +2.2V to +3.6V, VL = +1.62V to +3.2V, EN = VL, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC =
+3.3V, VL = +1.8V and TA = +25°C.) (Notes 1, 2)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

POWER SUPPLIES

VL Supply Range VL (Note 2) 1.62 3.20 V

VCC Supply Range VCC 2.2 3.6 V

Supply Current from VCC IQVCC I/O VCC_ = VCC, I/O VL_ = VL 16 25 µA

Supply Current from VL IQVL I/O VCC_ = VCC, I/O VL_ = VL 6 10 µA

TA = +25°C, EN = GND or VL > VCC + 0.7V,
MAX13030E–MAX13034E

2 4

VCC Shutdown Supply Current ISHDN-VCC
TA = +25°C, VL > VCC + 0.7V,
MAX13035E,

2 4

µA

TA = +25°C, EN = GND or VL > VCC + 0.7V,
MAX13030E–MAX13034E

0.1 4
VL Shutdown Supply Current ISHDN-VL

TA = +25°C, VL > VCC + 0.7V, MAX13035E 0.1 4

µA

I/O VCC_, I/O VL_, CLK_VCC
Tri-State Leakage Current

ILEAK TA = +25°C, EN = GND or VL > VCC + 0.7V 0.1 2 µA

EN Input Leakage Current ILEAK_EN TA = +25°C, MAX13030E–MAX13034E 1 µA

VL - VCC Shutdown Threshold
High

VTH_H VCC rising -0.2 0.05VL 0.7 V

VL - VCC Shutdown Threshold
Low

VTH_L VCC falling -0.2 0.1VL 0.7 V

I/O VCC_ Pulldown Resistance
During Shutdown

RVCC_PD_SD EN = GND, MAX13032E/MAX13034E 10 16.5 23 kΩ

I/O VCC_ Pullup Resistance
During Shutdown

RVCC_PU_SD EN = GND, MAX13031E 10 16.5 23 kΩ

I/O VL_ Pulldown Resistance
During Shutdown

RVL_PD_SD EN = GND, MAX13033E/MAX13034E 10 16.5 23 kΩ
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_______________________________________________________________________________________ 3

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

I/O VL_, CLK_VL, CLK_RET
Pullup Resistance During
Shutdown

RVL_PU_SD (VL > VCC + 0.7V), MAX13035E 45 75 105 kΩ

I/O VL_, CLK_VL, CLK_RET
Pullup Current

RVL_PU EN = VCC or VL, I/O VL_ = GND 20 µA

I/O VCC_, CLK_VCC Pullup
Current

RVCC_PU EN = VCC or VL, I/O VCC_ = GND 20 µA

I/O VL to I/O VCC DC
Resistance

RIOVL_IOVCC (Note 3) 3 kΩ

ESD PROTECTION (Note 3)

Human Body Model, CVCC = 1.0µF ±15

IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge,
CVCC = 1.0µF

±12
I/O VCC_, CLK_VCC

IEC 61000-4-2 Contact Discharge,
 CVCC = 1.0µF

±8

kV

LOGIC-LEVEL THRESHOLDS

I/O VL_, CLK_VL Input-Voltage
High Threshold

VIHL (Note 4)
VL -
0.2

V

I/O VL_, CLK_VL Input-Voltage
Low Threshold

VILL (Note 4) 0.15 V

I/O VCC_, CLK_VCC Input-
Voltage High Threshold

VIHC (Note 4)
VCC -
0.4

V

I/O VCC_, CLK_VCC Input-
Voltage Low Threshold

VILC (Note 4) 0.2 V

EN Input-Voltage High
Threshold

VIH MAX13030E–MAX13034E
VL -
0.4

V

EN Input-Voltage Low VIL MAX13030E–MAX13034E 0.4 V

I/O VL_, CLK_VL, CLK_RET
Output-Voltage High

VOHL
I/O VL_, CLK_VL, CLK_RET source current
= 20µA, I/O VCC_ ≥ VCC - 0.4V

2/3 VL V

I/O VL_, CLK_VL, CLK_RET
Output-Voltage Low

VOLL
I/O VL_, CLK_VL, CLK_RET sink current =
20µA, I/O VCC_ ≤ 0.2V

1/3 VL V

I/O VCC_, CLK_VCC Output-
Voltage High

VOHC
I/O VCC_, CLK_VCC source current = 20µA,
I/O VL_ ≥ VL - 0.2V

2/3
VCC

V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VCC = +2.2V to +3.6V, VL = +1.62V to +3.2V, EN = VL, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC =
+3.3V, VL = 1.8V and TA = +25°C.) (Notes 1, 2)
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PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

I/O VCC_, CLK_VCC Output-
Voltage Low

VOLC
I/O VCC_, CLK_VCC sink current = 20µA,
I/O VL_ ≤ 0.15V

1/3
VCC

V

RISE/FALL TIME ACCELERATOR STAGE (Note 3)

On falling edge 3
Accelerator Pulse Duration

On rising edge 3
ns

VL = 1.62V 11VL-Output-Accelerator Source
Impedance VL = 3.2V 6

Ω

VCC = 2.2V 9VCC-Output-Accelerator Source
Impedance VCC = 3.6V 8

Ω

VL = 1.62V 9VL-Output-Accelerator Sink
Impedance VL = 3.2V 8

Ω

VCC = 2.2V 10VCC-Output-Accelerator Sink
Impedance VCC = 3.6V 9

Ω

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VCC = +2.2V to +3.6V, VL = +1.62V to +3.2V, EN = VL, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC =
+3.3V, VL = 1.8V and TA = +25°C.) (Notes 1, 2)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

I/O VCC_, CLK_VCC Rise Time tRVCC
RS = 150Ω, CI/OVCC = 10pF, CCLK_VCC =
10pF, push-pull drivers (Figure 1)

2.5 ns

I/O VCC_, CLK_VCC Fall Time tFVCC
RS  =  150Ω, C I /OV C C  =  10p F, C C LK _V C C  = 
10p F ( Figures 1, 2)

2.5 ns

I/O VL_, CLK_VL Rise Time tRVL
RS  =  150Ω, C I /OV L  =  15p F, C C LK _V L =  15p F,
push-pull drivers (Figure 3)

2.5 ns

I/O VL_, CLK_VL Fall Time tFVL
RS  =  150Ω, C I /OV L  =  15p F, C C LK _V L =  15p F
( Figures 3, 4)

2.5 ns

Propagation Delay
(Driving I/O VL_, CLK_VL)

tPVL-VCC
RS = 150Ω, CI/OVCC = 10pF, CCLK_VCC =
10pF, push-pull drivers (Figure 1)

6.5 ns

Propagation Delay
(Driving I/O VCC_, CLK_VCC)

tPVCC-VL
RS  =  150Ω, C I /OV L  =  15p F, C C LK _V L =  15p F,
push-pull drivers (Figure 3)

6.5 ns

Channel-to-Channel Skew tSKEW RS  =  150Ω, C I /OV C C  =  10p F, C I /OV L  =  15p F 0.8 ns

Propagation Delay from
I/O VL_ to I/O VCC_ after EN

tEN-VCC
RLOAD = 1MΩ, CI/OVCC = 10pF (Figure 5)
(MAX13030E–MAX13034E)

5 µs

TIMING CHARACTERISTICS
(VCC = +2.2V to +3.6V, VL = +1.62V to +3.2V, CI/OVL ≤ 15pF, CI/OVCC ≤ 15pF, RSOURCE = 150Ω, EN = VL, I/O VL_ to I/O VCC_
rise/fall time = 3ns, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +3.3V, VL = 1.8V and TA = +25°C.)
(Note 1)
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PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Propagation Delay from
I/O VCC_ to I/O VL_ after EN

tEN-VL
RLOAD = 1MΩ, CI/OVL = 15pF (Figure 5)
(MAX13030E–MAX13034E)

5 µs

Maximum Data Rate
Push-pull operation, RSOURCE = 150_,
CI/OVCC_ = 10pF, CI/OVL_ = 15pF,
CCLK_VCC = 10pF, CCLK_VL = 15pF

100 Mbps

TIMING CHARACTERISTICS (continued)
(VCC = +2.2V to +3.6V, VL = +1.62V to +3.2V, CI/OVL ≤ 15pF, CI/OVCC ≤ 15pF, RSOURCE = 150Ω, EN = VL, I/O VL_ to I/O VCC_
rise/fall time = 3ns, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +3.3V, VL = 1.8V and TA = +25°C.)
(Note 1)

Note 1: All units are 100% production tested at TA = +25°C. Limits over the operating temperature range are guaranteed by design
and not production tested.

Note 2: VL must be less than or equal to VCC - 0.2V during normal operation. However, VL can be greater than VCC during startup
and shutdown conditions and the part will not latch-up or be damaged.

Note 3: Guaranteed by design.
Note 4: Input thresholds are referenced to the boost circuit.
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標準動作特性 _______________________________________________________________
(VCC = 3.3V, VL = 1.8V, CL = 15pF, RSOURCE = 150Ω, data rate = 100Mbps, push-pull driver, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(VCC = 3.3V, VL = 1.8V, CL = 15pF, RSOURCE = 150Ω, data rate = 100Mbps, push-pull driver, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明___________________________________________________________________

MAX13030E–MAX13034E MAX13035E

UCSP TQFN UCSP TQFN

A1 4 A1 4 I/O VL3

A2 6 A2 6 I/O VCC3

A3 7 A3 7 I/O VCC4

A4 9 A4 9 I/O VL4

B1 3 B1 3 I/O VL2

B2 5 B2 5 I/O VCC2

B3 8 B3 8 I/O VCC5

B4 10 B4 10 I/O VL5

C1 2 C1 2 VL

C2 16 C2 16 VCC

C3 13 C3 13 GND

C4 11 — — EN

D1 1 D1 1 I/O VL1

D2 15 D2 15 I/O VCC1

D3 14 — — I/O VCC6

D4 12 — — I/O VL6

— — C4 11 CLK_RET

— — D3 14 CLK_VCC

— — D4 12 CLK_VL

— EP — EP EP

端子

名称 機能

入力/出力3。VL基準。

入力/出力3。VCC基準。

入力/出力4。VCC基準。

入力/出力4。VL基準。

入力/出力2。VL基準。

入力/出力2。VCC基準。

入力/出力5。VCC基準。

入力/出力5。VL基準。

ロジック電源電圧、+1.62V～+3.2V。デバイスに可能な限り近接して
配置した0.1µFのコンデンサでVLをGNDにバイパスしてください。

電源電圧、+2.2V～+3.6V。VCCをGNDに0.1µFのセラミックコン
デンサでバイパスしてください。完全なESD保護のためにはVCC
入力のできる限り近くに1µFのセラミックコンデンサを配置し、
VCCとGND間に接続してください。

グランド

イネーブル入力。ENをGNDに接続するとシャットダウンモードと
なり、ENをVLまたはVCCに接続すると、通常動作となります。

入力/出力1。VL基準。

入力/出力1。VCC基準。

入力/出力6。VCC基準。

入力/出力6。VL基準。

クロックのリターン出力。CLK_RETはCLK_VLに印加したクロック
が戻された信号です。CLK_RETはVLを基準としています。

VCCに印加されたクロックに対するトランスレータチャネル

VLに印加されたクロックに対するトランスレータチャネル

エクスポーズドパッド。エクスポーズドパッドをGNDに接続してください。
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試験回路/タイミング図 _______________________________________________________

MAX13030E–
MAX13035E

tFVCCtRVCC

I/O VL_
(CLK_VL*)

I/O VCC_
(CLK_VCC*)

150Ω

 

VL

VL VCC

10%10%

90%90%

50% 50%

50%50%

VCC

CIOVCC

tPLH tPHL

tPVL-VCC = tPLH OR tPHL

VCCEN**VL

I/O VCC

I/O VL

*MAX13035E ONLY

(CCLK_VCC*)

**MAX13030E–MAX13034E ONLY

図1. プッシュプル駆動のI/O VL_の試験回路とタイミング

MAX13030E–
MAX13035E

tFVCCtRVCC
 

VL

VL VCC

10%10%

90%90%

50% 50%

50%50%

VCC

CIOVCC

I/O VCC

VGATE

VL VCCEN**

VGATE

I/O VL_
(CLK_VL*)

I/O VCC_
(CLK_VCC*)

*MAX13035E ONLY **MAX13030E–MAX13034E ONLY

(CCLK_VCC*)

tPLH tPHL

tPVL-VCC = tPHL

図2. オープンドレイン駆動のI/O VL_の試験回路とタイミング
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試験回路/タイミング図(続き) __________________________________________________

MAX13030E–
MAX13035E

tFVLtRVL 

VL

VL VCC

10%
10%

90%90%

50% 50%

50%50%

VCC

CIOVL

I/O VCC
VL VCCEN**

150Ω
I/O VL

I/O VL_
(CLK_VL*)

(CCLK_VL*)

I/O VCC_
(CLK_VCC*)

*MAX13035E ONLY **MAX13030E–MAX13034E ONLY

tPLH tPHL

tPVCC-VL = tPLH OR tPHL

図3. プッシュプル駆動のI/O VCC_の試験回路とタイミング

MAX13030E–
MAX13035E

 

VL

VL VCC

10%10%

90%90%

50% 50%

50%50%VCC

CIOVL

I/O VL

VL VCCEN**

tFVLtRVL

VGATE

I/O VL_
(CLK_VL*)

(CCLK_VL*)

(CCLK_VL*)

I/O VCC_
(CLK_VCC*)

*MAX13035E ONLY **MAX13030E–MAX13034E ONLY

tPLH tPHL

tPVCC-VL = tPHL

図4. オープンドレイン駆動のI/O VCC_の試験回路とタイミング
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試験回路/タイミング図(続き) __________________________________________________

MAX13030E–
MAX13034E

SOURCE
I/O VCC_

CIOVCCRLOAD

EN

VL

0

VL

VCC

0

0

I/O VL_

I/O VCC_ VCC / 2  

EN

VL

I/O VL_

SOURCE

CIOVCC

I/O VCC_

EN

I/O VL_

RLOAD

VCC

t'EN-VCC

EN

VL

0

VL

VCC

0

0

I/O VL_

tEN-VCC IS WHICHEVER IS LARGER BETWEEN t'EN-VCC AND t"EN-VCC.

I/O VCC_
VCC / 2

t"EN-VCCVL VCC

VL VCC

VL VCC

VL VCC

MAX13030E–
MAX13034E

SOURCE

VCC

EN

VL

0

VCC

VL

0

0

I/O VCC_

I/O VL_ VL / 2

EN

I/O VL_ I/O VCC_

SOURCE

EN

t'EN-VL

EN

VL

0

VCC

VL

0

0

I/O VCC_

tEN-VCC IS WHICHEVER IS LARGER BETWEEN t'EN-VCC AND t"EN-VCC.

I/O VL_
VL / 2

t"EN-VL

CIOVLRLOAD

RLOAD

CIOVL

I/O VL_

I/O VCC_

VL
MAX13030E–
MAX13034E

MAX13030E–
MAX13034E

図5. イネーブル試験回路とタイミング
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6チャネル、双方向レベルトランスレータMAX13030E～
MAX13035Eはマルチ電圧システムにおいて、100Mbps
のデータ転送に必要なレベルシフトを提供します。
MAX13030E～MAX13035Eはメモリカードのレベル
変換、および6チャネルのシステムでの汎用レベル変換
に最適です。外部から印加される電圧のVCCおよびVLが
このデバイスのいずれかのロジックレベルを設定します。
このデバイスのVL側に存在するロジック信号はこのデバ
イスのVCC側で高電圧ロジック信号として表れ、また、そ
の逆も同様です。MAX13035EはCLK_VL入力に印加され
た同じクロック信号を戻すCLK_RET出力を備えています。

MAX13030E～MAX13035Eは4mAという小さい出力
電流を供給する外部ドライバによって最高速度で動作
します。各I/Oチャネルは内部の30µAの電流源でVCC
またはVLにプルアップされていて、MAX13030E～
MAX13035Eはプッシュプルまたはオープンドレイン
のいずれかで駆動可能です。

MAX13030E～MAX13034Eはイネーブル入力(EN)を
備え、ローに駆動されると、デバイスを低消費電力の
シャットダウンモードになります。MAX13030E～
MAX13035EはVCCがVLを下回ると、デバイスをディ
セーブルとする自動シャットダウンモードを備えて
います。シャットダウン中のI/O VCC_とI/O VL_の状態
は所望のバージョンを選択することができます(｢型番/
選択ガイド｣を参照)。

MAX13030E～MAX13035EはVCC電圧の+2.2V～
+3.6Vを受け取り、VL電圧の+1.62V～+3.2Vを受け
取ります。

レベル変換

正しい動作をするためには、+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V、
および+1.62V ≤ VL ≤ VCC - 0.2Vとなるようにしてく
ださい。VCCが印加されていないかまたはVLを下回る
場合に、電源がVLに印加されると、MAX13030E～
MAX13035Eは自動的に低消費電力モードになります。
さらに、MAX13030E～MAX13034EはEN = 0Vの
場合は低消費電力モードになります。このことによって、
VCCが切り離されて、しかもI/O VL_は既知の状態にな
ります。最高データ速度は負荷容量(｢標準動作特性｣
の｢Rise/Fall Time｣を参照)、ドライバの出力インピー
ダンス、および動作電圧範囲に大きく依存します。

入力ドライバ要件

MAX13030E～MAX13035Eの方式はnMOSによる
パスゲートと出力の加速段に基づいています(図6を参照)。
出力加速段は、入力側のI/O VL_、CLK_VL、I/O VCC_、
またはCLK_VCCのいずれかの変換で遷移があった場合を

除いて、常にトライステート状態です。遷移状態では、
その間出力加速段はアクティブとなって、短いパルスが
生成され、I/Oの容量を充電/放電します。この方式では、
両方の入力段はワンショットパルスの間、アクティブに
なります。このため、変換を駆動している外部ソース
に幾らかは電流が供給されることになります。しかし、
この動作は駆動される側の遷移を加速するために役立ち
ます。

MAX13030E～MAX13035EはI/Oラインをプルアップ
するための30µAを供給可能な電流源を備えています。
これらの内部プルアップの電流源によって、入力が
オープンドレインのドライバおよびプッシュプルドラ
イバでの駆動が可能となります。I/Oラインに外付けの
プルアップ抵抗を使用することは推奨されません。
MAX13030E～MAX13035Eの方式では、最小4mAの
ドライバでいずれかの側の駆動が可能となります。

出力負荷の要件

MAX13030E～MAX13035EのI/OはCMOS入力を駆動
するように設計されています。25kΩ未満の抵抗性負荷
をI/Oラインに接続しないでください。またエッジを
鈍らせる目的で、これらのデバイスの入力にRC回路を
配置しないでください。立上り/立下り時間を遅らせる
必要がある場合は、ロジックレベル変換のMAX3000E/
MAX3001Eのデータシートを参照してください。I2C
のレベル変換に関してはMAX3372E～MAX3379E/
MAX3390E～MAX3393Eのデータシートを参照して
ください。

6チャネル高速ロジックレベルトランスレータ
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30µA

VL

ENABLE

ENABLE

ENABLE

VCC

30µA

BOOST
CIRCUIT

 

 

I/O VL_

VL VCC

BOOST
CIRCUIT

 

VCCVL

I/O VCC_

NOTES: 1) THE MAX13030E–MAX13034E ARE ENABLED WHEN
                 VL < VCC - 0.2V AND EN = VL.
             2) THE MAX13035E IS ENABLED WHEN VL < VCC - 0.2V.

図6. 1個のI/Oラインの単純化した機能図



シャットダウンモード

MAX13030E～MAX13034Eはイネーブル入力(EN)を
備え、ローに駆動されると、デバイスを低消費電力の
シャットダウンモードにします。MAX13030E～
MAX13035Eは、VCCが印加されていないかまたはVLを
下回ると、デバイスをディセーブルとする自動シャット
ダウンモードを備えています。

クロックリターン(CLK_RET)

MAX13035EはCLK_VLに印加されたクロック信号を戻す
CLK_RET出力を備えています。CLK_VLとCLK_VCCは
他のI/Oチャネルと同等ですが相違はCLK_VCCが内部で
CLK_RETのVCC側に接続されていることのみです
(｢機能図｣を参照)。

アプリケーション情報 _________________

推奨するレイアウト

MAX13030E～MAX13035Eを使用したボードをレイ
アウトする場合は、標準的な高速回路のレイアウト基
準を使用してください。例えば、ライン結合を最小化
するためには、MAX13030E～MAX13035Eに接続
されていない他の信号ラインはすべてMAX13030E～
MAX13035Eの入出力ラインからPCBの基板の厚さの
1倍以上遠ざけて配置してください。

電源のデカップリング

リップルとデータエラーが生じる可能性を減らすために、
VLとVCCは0.1µFのセラミックコンデンサ(複数)でグ
ランドにバイパスしてください。すべてのコンデンサは
電源入力端子に可能な限り近づけて配置してください。
ESD保護を最大にするために、VCCをバイパスする1µF
のセラミックコンデンサを、VCC入力端子に可能な限り
近づけて配置してください。

単方向対双方向のレベル変換

MAX13030E～MAX13035Eの双方向レベル変換は、
反転なしで信号の変換を行う単方向のデバイスとして
動作可能です。これらのデバイスは反転なしの単方向
レベル変換用として最小のソリューション(UCSPパッ
ケージ)を提供します。

プルアップ/プルダウン抵抗を外付けして使用

MAX13030E～MAX13035Eの方式ではバス上にプル
アップまたはプルダウンを外付けして使用することは
推奨しません。バス上にアクティブドライバ存在しない
ときにバスの状態を確定したい場合に、外付けのプル
アップまたはプルダウン抵抗を使用することが望ましい

アプリケーションがあります。例としては、メモリカード
が挿入されていないメモリカードにインタフェースする
ような場合です。MAX13030E～MAX13035Eには
デバイスがイネーブルとなっていれば、バスの状態を
設定するプルアップ電流源が内蔵されています。シャット
ダウンモードでは、I/O VCC_とI/O VL_の状態は選択
されたバージョンによって決まります(さらに詳細は
｢型番/選択ガイド｣を参照してください)。

オープンドレイン信号の処理

MAX13030E～MAX13035Eはオープンドレインおよび
CMOSのプッシュプル信号を通過させるように設計されて
います。オープンドレインによる信号方式とした場合、
立上り時間は内蔵のプルアップ電流源と寄生負荷容
量の相互作用によって決まります。MAX13030E～
MAX13035Eには遷移を加速するために立上り時間の
加速器が内蔵されており、外付けのプルアップ抵抗は
不要です。

SDカードの検出

SD、MiniSD、MMCおよび同様なカードは、DATライン
の1つにプルアップ抵抗を接続して、またはメカニカ
ルスイッチによって、カードの検出を行います。この
プルアップ抵抗はメモリカードに内蔵されています。
MAX13030E～MAX13035Eはメカニカルスイッチ
によるメモリカードの検出のみをサポートしており、
カード検出用の内部抵抗をコマンドインタフェースに
よってスイッチオフすることを推奨します。例えば、
SDカードを使う場合、SET_CLR_CARD_DETECT
(ACMD42)というコマンドによってこの抵抗がディ
セーブルされます。

UCSPアプリケーション情報

UCSPの構造、外形寸法、テープキャリア情報、PCB
技術、ピンパッドレイアウト、および推奨リフロー温度
に関する最新のアプリケーションの詳細、さらに信頼性
試験結果に関する最新情報に関しては、マキシムのウェ
ブサイトjapan.maxim-ic.com/ucspにあるアプリケー
ションノート｢UCSP—ウェハレベルチップスケールパッ
ケージ｣を参照してください。

チップ情報 __________________________

Process: BiCMOS
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MAX13030E–
MAX13034E

VL VCC

MAX13035E

VL VCC

I/O VL1

I/O VL2

I/O VL3

I/O VL4

I/O VL5

CLK_ VL

CLK_RET

I/O VL1

I/O VL2

I/O VL3

I/O VL4

I/O VL5

I/O VL6

I/O VL1 I/O VCC1

I/O VCC2

I/O VCC3

I/O VCC4

I/O VCC5

I/O VCC6

GND
EN

GND

I/O VCC1

I/O VCC2

I/O VCC3

I/O VCC4

I/O VCC5

CLK_ VCC

機能図_____________________________________________________________________
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16 TQFN (4mm x 4mm)

GND

16

1 2 3 4

12 11 10 9

15

14

13

5

6

7

8

VCC

I/O VCC1

I/O VCC6

I/O
 V

L6

EN I/O
 V

L5

I/O
 V

L4

V L

I/O
 V

L2

I/O
 V

L3
I/O VCC2

I/O VCC3

I/O VCC4

I/O VCC5
I/O

 V
L1

MAX13030E–
MAX13034E

TOP VIEW

*EP

+

*CONNECT EXPOSED PADDLE TO GROUND

16 UCSP (2mm x 2mm)

A

B

C

1 2 3 4

I/O VCC3 I/O VL4I/O VL3 I/O VCC4

I/O VCC2 I/O VL5I/O VL2 I/O VCC5

MAX13030E–MAX13034E

VCC ENVL GND

TOP VIEW
(BUMPS ON BOTTOM)

D

I/O VCC1 I/O VL6I/O VL1 I/O VCC6

+

ピン配置___________________________________________________________________

16 TQFN (4mm x 4mm)

GND

16

1 2 3 4

12 11 10 9

15

14

13

5

6

7

8

VCC

I/O VCC1

CLK_VCC

CL
K_

V L

CL
K_

RE
T

I/O
 V

L5

I/O
 V

L4

V L

I/O
 V

L2

I/O
 V

L3

I/O VCC2

I/O VCC3

I/O VCC4

I/O VCC5

I/O
 V

L1

MAX13035E

TOP VIEW

*EP

+

*CONNECT EXPOSED PADDLE TO GROUND

16 UCSP (2mm x 2mm)

A

B

C

1 2 3 4

I/O VCC3 I/O VL4I/O VL3 I/O VCC4

I/O VCC2 I/O VL5I/O VL2 I/O VCC5

MAX13035E

VCC CLK_RETVL GND

TOP VIEW
(BUMPS ON BOTTOM)

D

I/O VCC1 CLK_VLI/O VL1 CLK_VCC

+
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GND GND GND

+1.8V
SYSTEM

CONTROLLER

+3.3V
SYSTEM

VL VCC

I/O VL_ I/O VCC_DATA  DATA

+3.3V+1.8V

EN

 

EN

0.1µF 1µF0.1µF

MAX13030E–
MAX13034E

6 6

標準動作回路(続き) __________________________________________________________

PART PIN-PACKAGE
I/O VL_ STATE DURING

SHUTDOWN
I/O VCC_ STATE DURING

SHUTDOWN
PKG CODE

MAX13031EEBE+* 16 UCSP High impedance 16.5kΩ to VCC B16-1

MAX13031EETE+* 16 TQFN-EP** High impedance 16.5kΩ to VCC T1644-4

MAX13032EEBE+ 16 UCSP High impedance 16.5kΩ to GND B16-1

MAX13032EETE+ 16 TQFN-EP** High impedance 16.5kΩ to GND T1644-4

MAX13033EEBE+* 16 UCSP 16.5kΩ to GND High impedance B16-1

MAX13033EETE+* 16 TQFN-EP** 16.5kΩ to GND High impedance T1644-4

MAX13034EEBE+* 16 UCSP 16.5kΩ to GND 16.5kΩ to GND B16-1

MAX13034EETE+* 16 TQFN-EP** 16.5kΩ to GND 16.5kΩ to GND T1644-4

MAX13035EEBE+ 16 UCSP 75kΩ to VL High impedance B16-1

MAX13035EETE+ 16 TQFN-EP** 75kΩ to VL High impedance T1644-4

型番/選択ガイド(続き)________________________________________________________

注:すべてのデバイスは-40℃～+85℃の温度範囲で動作が
保証されています。
+は鉛フリーパッケージを示します。
**EP = エクスポーズドパッド
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121-0101

PACKAGE OUTLINE, 4x4 UCSP

パッケージ _________________________________________________________________
(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、
japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)
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24
L 

Q
FN

 T
H

IN
.E

P
S

PACKAGE OUTLINE,

21-0139 2
1

E

12, 16, 20, 24, 28L THIN QFN, 4x4x0.8mm

PACKAGE OUTLINE,

21-0139 2
2

E

12, 16, 20, 24, 28L THIN QFN, 4x4x0.8mm

パッケージ(続き) ____________________________________________________________
(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、
japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16（ホリゾン1ビル）
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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